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PATENTE DB INVENCIONW
" por 20 aftos
por "Un perfeccionamiento on los cables eldciricos para me-

-

a favor de: PIRBLLI, Socletd per Azioni, de naoionalided
iteliena, domiciliade en Centro Pirelli, Piazza Duca d'Aocs~
ta, n8 3, MIDANO (Italia)i ' ’
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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencidn se refiere s los oasbles elfotri-
008 p;ra medias tensiones alslados con materiael elastomérioco
en partioular con mezolas vuloanizsdas & basge de copolimew
ros olefinicos, amorfos, saturados o insaturados que tienen
una cepa proteciora constitufda por material gemioonductoxri

Eg sabido que los cebleg eislados con material elagtow
mérico o plfstico pars medias tensiones tilenen generslmente
una oapu oconstitufda por material semiconductor dispuesta
tanto sobre oomo debajo del material siglante, con el fin
de tener una supsrfiole equipotencial qéa.haoe uniforme el
oampo olfotrico del materisl aislante, La capa semiconducto=
ra que oongtituye el revestimiento externo puede ser reali-
zada ya gea extruyendo una oomposicifin semiconductora so=

bre el materiel eislante, ya enrollando en espiral sobre
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éota una tire de material semiconductor. En este segundo
capo, ol material eemiconductor més generalmente empleedo
agté oonstitufdo por una tira de tejido impregnadoc de negro
de hu:mo conductor y de un ligente-

Lg gplicacifn de tal revestimiento semiconductor presenw
ta 81;1 embarge el inoonveniente que éste, una vez digpuesto

on el materisl asislante, oonstituye una caspe simplemente

- sobrepuesta sobre dicho material, haclendo por oonsiguiente

més £heil el que se realiocen ionlzaciones en lom espacios
vacfos que pueden existir entre la capa semiconductora y el
giglante. De otra parte, una edhesidn fntime de la capa semi-
conductora el materisl sislante herfs més diffcil la gepsre~
¢ifn de la capa misma en el caso de empalme de osbles,

Bl £in de lu presente invencidn es aguel de reslizer un
revesgtimiento de meterial semiconduotor que sea perfectamens
te golidario oon el materisl aislante de losg csbles elfotri-
cos pare medies tensiones, sin que se edhiers e €1 intimemen-
te, de modo de obvier los inconvenlentes entes indicados,

La Solicitante ha encontredoc shora que, en el cago de
un osble elfotrico para mediss tensiones, aislsedo con un me=
toriel elagtomérico constitufdo por mezclas vuloanizedas a
bago de copolimeros oleffnicos amorfos, seturedos o insaturae
dos, se obtiene que la capa de revestimiento de material semim
conductor sea perfectamente solideria con dicho materisl de
aislamiento, sin que por otra parte se le adhiers Intimamente,
cuando ge emplea oomo revestimiento una compoeicidn semiconduoce
tora no vuloanizeble a base de clorcsulfonato de polie.ileno,

La Solicitente ha encontredo esdemfs que tal perfects
sdhesifn entie el materisl aislente entes definido y la ocapa
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gemioconduotors @ base de clorosulfonsto de polietileno se
obtiene sometiendo a un tratemiento térmico el conjunto
oonetitufdo por el materiel asislante, que recubre el conw
duotor, ¥ por dicha cepa semiconduotora. Forma por congie
guiente el objeto de la presente invenoiﬁﬁ un perfeoclonae
miento en log cebles elfctricoe para medias tensiones, del
tipo sislado oon materiel elastomfrioo constitufdo por oome
posiciones vulcsnizedas a base de oopolfimeros olefinicos
amorfos, saturedos o insatursdos, que comprende une oapa

protectora puesta sobre dicho materiasl elastomfrico de alm

- lamiento perfectsmente solidaria a @ste, o bien una ocape

protectora sobre dicho material elagtomfrico de aislamienw
to y otrse entre égte y el conducior, que oonsisie en estes
blecer dicha capa 0 ospas protectoras de un materisl de una
oomposioidn semiconductors & base de clorosulfonato de po-
lietileno, ya en forma de tires enrolladas ya ocomo hoja exe
trufdas

La forms preferida del perfecoionamiento de la presente
invenoién ee un ogble elfctrico del tipo antes definido, en
el ousl la cepa 0 capas protectoras consisten de wn errollge
miento de tires oconstitufdas por una hoja calandreda de la
oompogicidn gemiconductora a base de clorosulfonato de po-
lietileno, realizado por un procedimiento por el que se obw
tlene la perfeoia solidarided de la ospa o cespas protectoras
oon dicho materiel elastomdrioo de aiglemiento,

El meterial elastomérioo de aislemiento esté oonstitufe
do por compogioiones a base de ocopolfmeros oleffnioos smore
fos, saturedos o insaturados. Tales copolfmeros sou esenw

cislmente lineeles, amorfos, de peso molecular elevedo, y
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pueden ser, indiferentemente, saturados, derivindose de la

copolimerizaoidn del etileno con una alfaolefina,0 insaturam

dos, derivéndose de la oopolimerizacifn del etileno,una al-

faoiefina, y a lo menos un dieno, teniendo o no dobles enla-
cés conjugados, segin uno cualquiérasde los mftodos conocie-
dos por los téonicos en la materism. Generelmente, la alfaole-

fina esté constitufda por propilenoc. El tercer tipo de mond-

. mero, empleado para obtener copolfmeros olefinicos smorfos

insaturedos, puede ser elegido entre los sigulentes compuose

~foss butadieno, isopreno, 2,3-dimetilbutadienc, en la clase

de los dienos toniendo dobles enlaces conjugados; oomo tam-
bi£n§ por ejemplo, el 1l,4mpentadienoc, el 2-metil-l,4=pen=
tedieno, el.);5-hexadieno, el 2-metil-l,5~hexadieno, el
1,4~hexedieno, el l,4-heptadieno, el 1,5-heptadienc, el
1,5~00tadieno, 61 diciclopentedieno, el @-metilen-2,5 norw
borneno, el 4,7,8,9-tetrshidrometilindenc, elegidos de la
olage de log dienos +teniendo dobles enlaces no conjugados.

Gon ol £in de oconstitulr el materiel elastomdrico de
aislamiento para cebles para medias tensionss empleado en
la presente invenoidn, se realizan composiciones vuloanize
bles a bage de los ocopolfmercs antes definidos, que sOn mezZ-
olados con ingredisntes adecuados, cuslom agentes de vuloanie
zaoidn o de retioculaocidn, acelerantes de vuloanizacidn, plage
tifiocantes, antioxidantes, oargas r«forzentes, de manera por
g1 oconocida, Diche composicidn viene luego extrusa sobre el
conductor, y sometida a tratemiento térmico de vuloanizacidn,
de modo de obtener el conductor revestido de materisl aislans
6.

Bl olorosulfonato de polietileno, empleado en la presens

¥e invencidn oomo bage de la composicibn semiconductora, es
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un producto que so deriva de la reaceién del polietileno
oon oloro y oon awhfdrico sulffrico. Bl polietileno usge
do para constitulr tal olorosulfonato de polietileno tiew
ne normalmente un peso molecular medio de sproximadamente
204000, E1 oontenido de azufre del olorosulfonato de po=
lietileno varfa generalmente en el ofroulo de sproximadew
mente 1,2% al 1,7%, mientras el contenido de oloro st
comprendido en ol intervalo de sproximedamente 26% - 40%
El empleo del clorosulfonato de polietileno ocomo hage de
una composicifn semiconductora resulta extremadamente ven-
tajoso, por ouanto se hace posible, a csusa de sus eleva-
das ceramcterfstioss mecfnicas, la obtencidn de una hoja
calandrada de espesor muy delgado, partioulgrmente epia
como tira destinada 8 ser enrollada sobre el gonductor
revestido de materisl aislantes.

Oon el £in de constituir la ¥ira de materisl pemiocon=-
ductor para ocsbles eléotricos pmra medias tensiones, ais-
lados con material elastomérico a base de ocopolimeros ole-
finicoe como los anteriormente definidos, el olorosulfonam
%o de polietileno viene mezcledo con adecusdos ingrediens
tes, ¥ la mezola resultante viene ocalandrada de modo de
tone» una hoja de un eapesor variable en el &bito de Oyl
a 0,5 milimetros, ’

" Los ingredientes empieadoa para former tal mezola gew
mioon&uotora son, en pmrtioular, ftalato béalco de plomo,
negro de humo conductor y polietileno'¢9 glicol,

Ia hoja congtitufda de dicha mezola semiconductora
Viene-luego enrolleda por espirslaciln sobre el oconductor

revesgtido del meteriel sislente antes indicedo, y €l ocon=
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junto viens sometido a un tratamiento térmico, & una tem-
peratura varisble entre 100° y 200°C, por un periodo de
tiempo suficiente para que la hoja, reblandesiendo, me hem
ga solidaria al material aislante, soldéndoge al mismo
tiempo mobre sl misma en los puntos en que se sobrepone,

Segfn wna variante del procedimiento pars reslizar
el perfeceionamiento de la invenoidn, la ocinta semioconducw
‘tora a base de cobréaulrouato de polietileno viene hecha
solidaris oon el materiel elastomfrico a bame, de 00pOlim
meros olefinkvos smorfos, saturados o insaturados, en el
ourso del tratamiento tdxmico de wulcanizaoiln de una com~
posicidn elastomdrics, extrusa sobre dicha tira semicone
ductora en funcidn de vaina protectora, a base de un elasw
témero sdeonado, cual por ejemplo, policloroprenci

Segdn una ulterior veriante, al tratamiento tdrmico
epto ds haoer solidaria dicha tira semioonduociora oon el
material elastomfrico puede sor efectuado apliocando sobre
lg tira misma un revestimiento bejo forma de tira, de tew
jido o de metal, o de vaina de metal, espeoifiosmente de
plomo, introduciendo luego el conjunto asf obtenido en un
horno a la temperastura antes indioceda, y eliminando dicho
revéstimlento a tratamiento térmico terminados

La oomposicifn semiconductora a base de oclorosulfonam
1o de'polietileno puede eventualmente constituir tambidn
el revestimiento protector interno del cable, apliosdo die
rectamente gobte el conduotor, anteriormente a la extrus
sién del material aislante, de modo de haocer uniforme el
campo eléctrioo sobre la superfioie del conduotor. En es-

te 0830, la ocomposiocidn semioonduotora puede ser tanto
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empleada bajo forma de tira, que viene enrolleda sobre el
conduotor, oomo extrusa dircotamente sobre el oonductor
niemos Una vez extruss la oomposioién elastomriga valose
nizeble de aislemiento sobre dicha ospa semiconductora,

ge somets el oonjunto al tratamiento termico de vulosniszo=
oiln, en el ourso del oual la cspa eemiconductora se ade
hiere perfectamente a la ocomposioidn elslante, resultando
6sta tambidn solidaria con el conductor,

En la desoripoifn que preocede se han ilustrado algu~
nas formas de realizacidn de la presente invencidn, Se
comprende que en ol fabito de la presente patente estén
comprendidas todas aquellas formas do realizacifn que pue=
den realisarse megdin los oconoepios inventivos que se han
expuesto, esté oomprenaiaasy por ejemplo, la aplicacifn de
la composicifn semiconductora sobre el conductor revesiido
del materiel eiglente antes definido, por medio de extrusi‘n
En tael capo, el tratemiento térmico sigulente del oconjunto
asf oonwtitufdo puede ser evemtualmente suprimido, dado que
lg misma operacién de extrusidn, efectuads a tempersiuras
puperiores a los 100°C es suficiente para reslizar le adhee
gibn de la oomposicidn semiconductora al meterisl eislene

te,
NOTA
Por le patente de invencibn @ qué ge refisre la presenw

te memorig descriptive se EEIVINDICA la propiedad y la ex~
ploteoifn exclusiva des -



10

15

20

25

- 8 -

1.~ Un perfecclonemiento en los csbles eléctricos pa=

.ra mediss tensiones, del tipo esisledo con meteriel elestow

mérico constitufde por composiciones vuloanizedes @ base de

‘oopolimeros olefinicos amorfos, eaturados o insaturados,

que oompr¥nde una capa protectors puesta sobre dicho mate-
riel elastomfrico de aisglemiento perfectamente solidaria a
éate, o bien una ocaps protectora sobre dicho materisl elage
tomérico de aiglemiento y otra entre este Mltimo y el oonw
ductor, caracterizedo por el hecho que consiste en esteblew
oer dicha oapa 0 cepas protectoras con un meteriel de une
oomposicidn semiconductora a base de clorosulfonato de po-
lietilenos

20~ Un perfecolonamiento, tel como el especificedo en
1, caracterizedo por el hecho que dicha capa 0 oapas proteom
toras consisten en un errollamiento de tires oonstitufdes
por una hoje oslendreds de la composicifin semiconductora a
bage de clorosulfonato de polietilenc.

3o= Un perfeccionamiento, tel como el egpeeifioado en
1, caracterizado por el hecho gue dicha capa O Capas proteow
toras viene formaeda por extrusifn directamente en forma de
vaeina sobre el matdrisl elestomérico de eislamiento, en el
primer oago, 0 bieh formedo:. por extrusifn directamente en
forma de vaina sobre el materigl elggtomdrico de aislamiene
to y sobre el conduotor respectiveamente, en el segundo oaso,
de la compogicidn semiconductora g base de clorosulfonato
de polietilenocs

4o~ Un perfeccionamiento, tel oomo el especificado en
1, ceracterizado por el hecho gue una de las oapas proteotom

res estd establecida por un arrollemiento de tiras congtitufe
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das por una hoja calundrada de la compogicidn semiconduoc-
tora a base de clorosulfonato de polietileno, mientras que
la otra oape protectora esté estsblecida por extrusifn
directa de dicha composicifn en forma de valnas

5.~ Un perfeccionamiento, tal como el espeocificsdo
en una oualquiera de las reivindicafiones de 1 a 3, carao-
terizedo por el heoho que se obtiene por un procedimiento
que comprende lag fases de sislar un oconduotor eon ung come
posloidn elastomdrica vulosnizable, a base de oopolimeros
olef{nicos amorfos, ssturados o insaturados, de vuloanizar
dicha composicién elastomdrica de modo de por sf conocida,
de poner sobre dicho material de aislamiento vuloanizado
una oapa protectora constitufda por una oompoaicién gomie
conductora a base de clorosulfonato de polietileno, y de
gometer el oonjunto a un tratamiento tdrmico a temperatura
comprendida entre 100° y 200°C, por un periodo de tiempo
suficiente para que dicha oapa, reblandecidndose, ge adhiem
ra al material de aislamiento.

6o~ Un perfeccionamiento, tal como el especifioado en
Jna aualquiera de lag veivindiocaoclones de 1 a 4, caracierie
zado por el hedho que se obtlene por un procedimiento gue
comprende lag fages de proteger un oonductor con una oapa
proteotora oconstitufda por una composicidn semiconductora
a bage de olorosulfonato de polietileno, de poner sobre
esta oapa una oaps d¢ materisl de aislamiento de composicidn
elagtomérica vuloanizable g bage de oopolimeros oleffnicos
amorfos, satursdos o insatursdos, de vuloenizar dicha ocom-
posicidn elastomdrioa de modo de por sf conoocida, en el
ourso de ouya vuloanizaocifn se produce la adhesidn a la
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migme de la ompa protectora, de poner sobre dicho material

de eislamiento vuloanizedo una oepa protectors constituf-

‘ da:por una composioidn semiconductora a base de olorosile

fonato de polietileno, y de someter el conjunto & un trae
tamiento tdrmico a tempersture comprendida entre 100° y
200°09 por un:. periodo de tiempo suficlente para que diche
dltime oepa, reblandeciéndose, se adhiera al materiel de
aislamiénfo;

Tew Un perfeccionsmiento, tal como el especificado
en 5 o 6, carsoterizedo por el hecho que el tratamiento
téxmico de la oapa proteotora puesta sobre el materiel de
eiglamiento vulcanizado coinoide oon el tratemiento tfrmie
co de vulcenizacidn de una vaina de una composiocidn elage
tomdrioa extruse sobre dicha oapa protsotores

8o~ Un perfeccionamiento , tal como el especificedo
en 5 0 6, ceracterizedo por el hecho que el tretamiento
térmico de la cape protectors puesta sobre el meterial de
aiplamliento se efectis aplicando sobre la.miama un TOVe g
timiento, bajo forma de tira, textil o metflica, o de vai~
ne de metel, introduciendo el conjunto asf cbhenido en
un horno a dicha temperaturs y eliminando dicho revestie
miento a tretamiento térmico texminedos

9e="Un perfeccionemiento en los cebles eldotricos pem

ra media; tenaiones™,

Oonstaie
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Oonsta la presente memoris desoriptive de once hojas
foliadas, eworitas por une sola cars. '
Baroelona, 10 de Mayo de 1968.
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